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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する面に研磨布が貼り付けられた上・下定盤間に、両面研磨すべき複数枚の
半導体ウェハを保持した両面研磨用ウェハキャリアを複数枚挟み入れた状態で、当該ウェ
ハキャリアを自公転させつつ上・下定盤を互いに回転させることにより、半導体ウェハの
両面を鏡面研磨するよう構成されると共に、ウェハ保持用ホールの径が異なる第１及び第
２のウェハキャリアを適宜交換使用することにより、径の異なる複数種類の半導体ウェハ
の両面研磨を行い得るよう構成された半導体ウェハ研磨機において、
　第１のウェハキャリアには、互いに等しい内径を持つ第１のウェハ保持用ホールが複数
個形成され、第１のウェハキャリアの中心に対して等距離で配列され、
　第２のウェハキャリアには、第１のウェハ保持用ホールより小さく、かつ互いに等しい
内径を持つ第２のウェハ保持用ホールが複数個形成され、第２のウェハ保持用ホールはそ
れぞれ個数が等しい複数のグループに分けられて複数の同心円上に配置され、
　第２のウェハキャリアの中心から最も近い位置に配列されたグループのウェハ保持用ホ
ールの内側から、第２のウェハキャリアの中心から最も遠い位置に配列されたグループの
ウェハ保持用ホールの外側までの距離が、第１のウェハ保持用ホールの内径に等しいこと
を特徴とする半導体ウェハ研磨機。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体ウェハ研磨機において、
　第２のウェハキャリアを自転させた時、ウェハ保持用ホールが描く軌道が、隣り合うグ
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ループのウェハ保持用ホールが描く軌道の少なくとも一部と重なり合うように配列されて
いることを特徴とする半導体ウェハ研磨機。
【請求項３】
　請求項１に記載の半導体ウェハ研磨機において、
　ウェハ保持用ホール内径は保持する半導体ウェハ外径より大きく、ホール内径と半導体
ウェハ外径の間隔は０．５～５ｍｍであることを特徴とする半導体ウェハ研磨機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体ウェハの両面研磨機に関するものである。特に、径の異なる複数種類の
ウェハの両面をその高平坦性を損なうことなく研磨し得ると共に、用いられる研磨布の長
寿命化等を図ることの可能な半導体ウェハ研磨機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
集積回路用の半導体ウェハには、その集積度の向上に伴いウェハの高平坦性が求められて
いる。高平坦性を有するウェハの製造のためには、図１に示すような両面研磨機を用いた
両面研磨方法が広く採用されている。
【０００３】
これについて簡単に説明すれば、結晶インゴットをスライスしウェハを切り出した後、ラ
ップまたは平面研削で平坦性を高め、加工変質層除去及び清浄化のためにエッチングを行
う。次に、ウェハ４の両面を高平坦性を有する鏡面にするために両面研磨を行う。両面研
磨では、不織布タイプの研磨布１を貼り付けた下定盤２に、ウェハ外径よりやや大きい内
径のホール３を有する樹脂製のキャリア５をセットし、そのキャリア５のホール３にウェ
ハ４をセットした後、不織布タイプの研磨布１を貼り付けた上定盤６を降ろし圧力をかけ
、上定盤６、下定盤２、キャリア５をそれぞれ回転させて、研磨液を流しながら両面研磨
する。ここで上下定盤６，２は互いに逆回転し、この上下定盤６，２にウェハ４の両面が
面接触している。キャリア５はサンギア７とインターナルギア８に噛み合い、この二つの
ギアの回転数の差により自公転を行い、各ウェハ４が研磨布１と均等に接触移動すること
によりその両面が平坦に両面研磨される仕組みとなっている。
【０００４】
このような半導体ウェハ研磨機により研磨を行う場合、その仕上り面の高平坦性を確保す
るために幾つかの提案がなされている。
【０００５】
その一つは、研磨時にウェハの裏側（下側）に研磨液が充分に行きわたらないことが原因
で、ウェハの裏面の高平坦性が得られない点を改善すべく、ウェハを保持するキャリアの
中心部に穴を明けると共に、当該キャリアの中心穴が研磨中に形成する軌跡に沿って上定
盤に溝を形成することにより、ウェハの表側（上側）に供給された研磨液が、上定盤の上
記溝及びキャリアの中心穴を通過してウェハの裏側に到達するように構成し、これにより
ウェハの裏面の平坦度の高い研磨を可能とした技術が知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００６】
或いはまた、２枚以上の半導体ウェハを研磨ブロックに貼り付け、これを研磨布に押圧、
摺動させて研磨する際、研磨液が研磨ブロックの外側から供給されるようになっている半
導体ウェハ研磨機においては、研磨ブロックに貼り付けられたウェハの周辺部位の方に研
磨液の化学的作用力が強く働き、その結果、研磨ブロックの周辺部に位置するウェハ部位
が薄くなり、中心部に位置するウェハ部位が厚く残り、厚さの不均一なウェハが形成され
る傾向がある。そのような欠点を解消するために、研磨布の外周が、ウェハの全移動軌跡
の範囲より小さくなるように構成し、研磨ブロックの周辺部に位置するウェハ部位につい
ては、研磨布と摺動しない時間が生じるようにすることにより、平坦度の良好なウェハを
製造する技術も提案されている（例えば、特許文献２参照）。
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【０００７】
【特許文献１】
実開平５－０２０８６４号公報（第２頁、図１～３）
【０００８】
【特許文献２】
特開平６－１９８５６２号公報（段落５～８、図１～５）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、鏡面研磨される半導体ウェハの平坦性が、上記以外の原因で損なわれる場
合がある。
【００１０】
即ち、両面研磨する半導体ウェハ４には様々なサイズがあり、そのサイズに合わせたホー
ル３を有するキャリア５も各種ある。このキャリア５は、例えば図３（ａ）, （ｂ）に示
す如く、通常、キャリア中心から等距離、等間隔に位置する複数のウェハ保持用ホール３
を有している。図３（ａ）に示すキャリア５は、外径φ１００mmの半導体ウェハを収容す
るための内径φ１０３mmのホール３を、キャリア中心から等距離、等間隔に８個設けたも
のである。同（ｂ）に示すキャリア５は、外径φ１５０mmの半導体ウェハを収容するため
の内径φ１５３mmのホール３を、キャリア中心から等距離、等間隔に４個設けたものであ
る。
【００１１】
両面研磨では、同一の両面研磨装置で異なるウェハ径のウェハを続けて両面研磨すること
が多々あり、従来の両面研磨用ウェハキャリアは上記の如くウェハサイズごとに異なる大
きさおよび異なる位置にホールを有するキャリアであるため、特にサイズが小さいウェハ
を両面研磨した後にサイズが大きいウェハを続けて両面研磨する場合、主に使用する研磨
布における研磨作用面がウェハサイズごとに異なる。このため前記の場合、十分使用され
た研磨作用面とそれ程でもない研磨作用面がサイズの大きいウェハに対して適用されるこ
とになり、これが原因で高平坦性ウェハを得られず、研磨布の寿命も短くなる。
【００１２】
この点を、図３及び図４を参照しつつ詳しく説明すれば、次のとおりである。
【００１３】
両面研磨機の上下定盤６，２間に挟まれたウェハキャリア５は、前記の如く自公転しなが
ら移動するが、図３（ａ）に示すキャリア５が自転する際には、その中央の斜線領域では
研磨布がホール３に収容されたウェハ４と接触することがない。このような状態でキャリ
ア５が公転すると、図４に模式的に示す如く、上記図３（ａ）中の斜線部分が描く円環状
の軌跡領域ａと、その他の領域ｂやｃとでは、研磨布に対するウェハの累積接触量（若し
くは、累積摺動長さ）が相違することとなり、そのため研磨布の使用量即ち磨耗量が相違
し、その後の研磨性能にも差が生じることになる。そのような状態で、次に図３（ｂ）に
示すような大径のウェハ用のキャリアを用いて大径のウェハを研磨すると、研磨性能が互
いに異なる図４中の上記ａ，ｂ，ｃ領域上を、大径のウェハ用のキャリア５が自公転しな
がら移動することとなるため、研磨されたウェハの表裏両面には、必ずしも単純な凹凸模
様ではないが、必然的に何らかの凹凸が生じ、良好な高平坦性を得ることが困難になる。
従ってまた、研磨性能にこのような不均一性の生じた研磨布は早期に交換する必要があり
、結果的に研磨布の寿命が短くなってしまう。
【００１４】
このような問題点は、前記特許文献１及び２に記載の原因とは異なった原因に基づいて生
じるものであるから、これらの文献に記載の技術手段によっては解決できず、他の解決手
段が必要とされる。
【００１５】
本発明はかかる観点に立って為されたものであって、その目的とするところは、前記した
従来技術の欠点を解消し、同一の両面研磨機で異なるウェハ径のウェハを続けて両面研磨
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しても高平坦性のウェハを得られると共に、研磨布の長寿命化を図ることができ、それに
より表面を鏡面研磨した半導体ウェハの品質、歩留および生産性を向上することが出来る
半導体ウェハ研磨機を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、次のように構成したものである。
【００１７】
　請求項１の発明に係る半導体ウェハ研磨機は、互いに対向する面に研磨布が貼り付けら
れた上・下定盤間に、両面研磨すべき複数枚の半導体ウェハを保持した両面研磨用ウェハ
キャリアを複数枚挟み入れた状態で、当該ウェハキャリアを自公転させつつ上・下定盤を
互いに回転させることにより、半導体ウェハの両面を鏡面研磨するよう構成されると共に
、ウェハ保持用ホールの径が異なる第１及び第２のウェハキャリアを適宜交換使用するこ
とにより、径の異なる複数種類の半導体ウェハの両面研磨を行い得るよう構成された半導
体ウェハ研磨機において、
　第１のウェハキャリアには、互いに等しい内径を持つ第１のウェハ保持用ホールが複数
個形成され、第１のウェハキャリアの中心に対して等距離で配列され、
　第２のウェハキャリアには、第１のウェハ保持用ホールより小さく、かつ互いに等しい
内径を持つ第２のウェハ保持用ホールが複数個形成され、第２のウェハ保持用ホールはそ
れぞれ個数が等しい複数のグループに分けられて複数の同心円上に配置され、
　第２のウェハキャリアの中心から最も近い位置に配列されたグループのウェハ保持用ホ
ールの内側から、第２のウェハキャリアの中心から最も遠い位置に配列されたグループの
ウェハ保持用ホールの外側までの距離が、第１のウェハ保持用ホールの内径に等しいこと
を特徴とする。
【００１８】
　この特徴によれば、いずれのウェハキャリアにおいても、同じ半径長さの幅の領域に複
数のウェハ保持用ホールを規則的に分散して配置してあるため、使用時にこのキャリアが
自公転移動したとき、研磨布が不均一に磨耗することがない。そのため、同じ研磨機で、
径の異なるウェハ用の複数種類のウェハキャリアを順序に関係なく交換使用しても、研磨
されたウェハ面に凹凸が生じることがなく、平坦度の高い研磨加工が可能になると共に、
研磨布の長寿命化を図ることができる。この特徴によれば、最大径より小径の半導体ウェ
ハ用のウェハキャリアのすべてについて、当該ウェハキャリアの中心から最も近い位置に
配列されたホールの内側までの距離をＡ、最も遠い位置に配列されたホールの外側までの
距離をＢとしたとき、そのＢ－Ａの値が、最大径の半導体ウェハ用のウェハキャリアのホ
ール径とほぼ同じになるように配列されているため、最大径の半導体ウェハの両面研磨に
おいても、平坦度の高い研磨加工が可能になると共に、最大径の半導体ウェハのためのウ
ェハキャリアについては、そのウェハ保持用ホールをウェハキャリアの中心からいずれも
同一距離に円周状に配列するので、ウェハキャリアの径はいずれも同一でなければならな
いという制約下で、ホールの数が同一とすれば、ホールの径を最も大きく設定することが
できる。
【００１９】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の半導体ウェハ研磨機において、第２のウェハキャ
リアを自転させた時、ウェハ保持用ホールが描く軌道が、隣り合うグループのウェハ保持
用ホールが描く軌道の少なくとも一部と重なり合うように配列されていることを特徴とす
る。
【００２０】
この特徴によれば、ウェハキャリアの自転状態において、隣接するホールが描く円環状の
軌道と軌道の間に隙間が形成されることがなく、即ち、研磨布に対するウェハの非接触領
域が生じることがなく、従ってこれが更に公転した際にも、研磨布が不均一に磨耗するこ
とがなくなるものである。特に、ウェハキャリアに比べて、径の小さなウェハを研磨する
場合に適用される。
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【００２１】
　請求項３の発明は、請求項１に記載の半導体ウェハ研磨機において、ウェハ保持用ホー
ル内径は保持する半導体ウェハ外径より大きく、ホール内径と半導体ウェハ外径の間隔は
０．５～５ｍｍであることを特徴とする。
【００２３】
＜発明の要点＞
本発明の要点とするところは、両面研磨用キャリアの中心から異なる距離に位置するよう
にホールの位置を変えた両面研磨用ウェハキャリアを用いてウェハを両面研磨することで
、ウェハサイズ別による研磨布の研磨作用面の変化を出来るだけ解消し、研磨布の長寿命
化を可能とするだけでなく、高平坦性のウェハを得ることが出来る半導体ウェハ研磨機に
ある。本発明の研磨機で用いる両面研磨用ウェハキャリアのホールは、両面研磨する半導
体ウェハの中で最も大きいサイズに合わせ例えば図２のように配置したものである。また
ホール内径と半導体ウェハ外径との間には０．５～５mmのクリアランスがあることが好ま
しい。ウェハがホール内で自由に向きを変えながら移動した方が、方向性のない均一な研
磨が可能となるからである。
【００２４】
そこで、本発明においては、図２に示す如く、当該ウェハキャリアの中心から最も近い位
置に配列されたホールの内側までの距離をＡ、最も遠い位置に配列されたホールの外側ま
での距離をＢとしたとき、Ｂ－Ａの値が、上記複数種類のウェハキャリアのいずれにおい
てもほぼ同じになるようにそれらのホールが配列される。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示の実施形態に基づいて説明する。
【００２６】
図１は、本発明に係る半導体ウェハ研磨機の一実施例を示したもので、（ａ）はその側面
概要図、（ｂ）はその平面図、（ｃ）はその側面断面図である。図２は、図３（ｂ）に示
した従来のφ１５０mm径ウェハ用キャリアと研磨布上で同軌道を通る、本発明の研磨機で
用いるφ１００mm径ウェハ用の両面研磨用ウェハキャリアの平面図である。
【００２７】
本発明に係る半導体ウェハ研磨機は、通常の半導体ウェハの両面研磨機本体と、これと共
に用いるウェハキャリアとから構成され、特に後者に特徴を有するものである。
【００２８】
両面研磨機本体は、図１を参照して前記した如く、互いに逆方向に回転する上定盤６及び
下定盤２を備え、これらの互いに対向する面にはそれぞれ不織布タイプの研磨布１が貼り
付けられている。この下定盤２上に、図１（ｂ）に示す如く、ウェハ外径よりやや大きい
内径のホール３を有する樹脂製の両面研磨用ウェハキャリア５を複数個セットし、当該キ
ャリア５の各ホール３に研磨すべき半導体ウェハ４をセットした後、上定盤６を降ろして
圧力をかけ、上定盤６、下定盤２、キャリア５をそれぞれ回転させて、研磨液を流しなが
ら両面研磨する。ウェハ４の上下両面は、上下定盤６，２の研磨布と面接触している。ウ
ェハキャリア５の外周に刻設したギアは、下定盤中央のサンギア７と下定盤を囲繞するイ
ンターナルギア８とに噛み合い、この二つのギアの回転数の差によりウェハキャリア５が
自公転運動を行い、これに保持された各ウェハ４が研磨布１と接触状態を保ちつつ摺動し
て、両面研磨が行われるようになっている。
【００２９】
径の異なる複数種類の半導体ウェハの研磨処理を行う場合、これらのウェハの径に対応し
てホール３の径が異なる複数種類のウェハキャリア５を適宜交換使用するものであるが、
このホールの配置形態が、本発明では従来のものと相違している。
【００３０】
即ち、従来のウェハキャリアのウェハ保持用ホール３は、図３に示す如く、最大径（φ１
５３mm）のもの（ｂ図）も、それより小径（φ１０３mm）のもの（ａ図）も、複数のホー
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ルがキャリア５の中心から等距離に等間隔で配置されていた。
【００３１】
これに対して、本発明においては、少なくとも図３（ｂ）と同様の最大径（φ１５３mm）
のホールを有するもの以外のキャリアについては、図２に示す如く、それら複数個のホー
ル３（φ１０３mm）の中心から当該キャリア５の中心までの間隔の種類が２通り以上（図
２の実施形態のものは２通り）あり、それら２通り以上の間隔を規則的に有するように上
記複数個のホール３が円周状に配列されている。
【００３２】
そして更に、図２に示す如く、当該ウェハキャリア５の中心から最も近い位置に配列され
たホールの内側までの距離をＡ、最も遠い位置に配列されたホールの外側までの距離をＢ
としたとき、Ｂ－Ａの値が、上記複数種類のウェハキャリアのいずれにおいてもほぼ同じ
になるようにこれらのホール３が配列される。
【００３３】
そのように構成すれば、各キャリアのホール径の違いに関係なく、Ｂ－Ａの値はいずれの
キャリアにおいてもほぼ同一であるため、図４に示す如くキャリアが自公転する際の研磨
布の不均一な磨耗は防止され、各種キャリアを交換使用して、各種サイズのウェハの平坦
度の高い両面研磨が可能となるものである。
【００３４】
原理的には、最大径のホールについても、キャリア５の中心までの間隔の種類が２通り以
上あるように配列し、その場合のＢ－Ａの値が、他の小径のホールのＢ－Ａの値と同一に
なるように配置すれば、最大径のウェハの研磨も高平坦度になされるので、特に差し支え
はないが、実用的には、同じ研磨機で用いられるキャリアはすべて同一径としなければな
らないという制約があり、キャリアの径には制限があるので、キャリア面の有効利用の観
点から、最大径のホールについては、図３（ｂ）に示す従来品と同様に、各ホール３をい
ずれもキャリア５の中心から同一距離に円周状に配列することが推奨される。
【００３５】
なお、キャリア５の径に比べて、ホール３の径が極端に小さい場合（例えば１／８以下等
の場合）には、ウェハキャリア５の自転状態において、各ホールが描く円環状の軌道と軌
道の間に隙間が形成されることがないように、即ち、研磨布に対するウェハの非接触領域
が生じることがないように、上記ウェハキャリア５を自転させた時、当該キャリアの中心
から２通り以上の間隔に配列されたそれぞれのホール３が描く軌道が、隣り合うホールが
描く軌道の少なくとも一部と重なり合うように、各ホールを配列する必要がある。
【００３６】
【実施例】
以下、本発明の実施例について説明する。
【００３７】
実施例において用いた両面研磨機本体並びにこれと共に用いた付随備品等の種別、特性等
は、下記の通りである。
【００３８】
ａ．両面研磨機本体
第一実施例の両面研磨機本体は、浜井産業社製の１６Ｂ両面研磨機である。この１６Ｂ両
面研磨機は、外径φ１００mmのウェハを４０枚、もしくは外径φ１５０mmのウェハを２０
枚セットし、ウェハ上下両面を同時に研磨することが出来る。
【００３９】
ｂ．半導体ウェハ４
両面研磨に供した半導体ウェハ４は、外径φ１００mmおよびφ１５０mmの半絶縁性ＧａＡ
ｓウェハである。
【００４０】
ｃ．研磨液
研磨液としては、化学研磨作用をする次亜塩素酸水溶液と、機械研磨作用をする微細径の
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【００４１】
ｄ．研磨布１
研磨布１としては、鏡面に仕上げるために不織布タイプの研磨布を用いた。
【００４２】
ｅ．両面研磨用キャリア５
第一実施例の両面研磨用ウェハキャリア５の材質は、ガラス繊維強化エポキシ樹脂から成
り、φ１００mmウェハ用およびφ１５０mmウェハ用キャリアをそれぞれ用いた。キャリア
内にあるホール径はφ１００mm径ウェハ用キャリアがφ１０３mm、φ１５０mm径ウェハ用
キャリアがφ１５３mmとした。
【００４３】
［実施例１］
φ１００mmウェハの両面研磨を行った後、φ１５０mmウェハの両面研磨を行った。具体的
には次の通りである。
【００４４】
定盤径φ１１６１mmの両面研磨機を用い両面研磨を行った。上下定盤６，２には不織布タ
イプの研磨布１を貼った。
【００４５】
まず下定盤２に、図２に示す通りの、キャリア中心から異なる距離に位置したφ１０３mm
のホール３が８個設けられた本発明によるφ１００mmウェハ用キャリア５を、図１（ｂ）
に示す如く５枚セットし、４０枚のφ１００mm径ＧａＡｓウェハ４をウェハ表面（オモテ
面）を上にして各ホール３に挿入した。
【００４６】
次に上定盤６を降ろし、加圧し、下定盤２を２１ｒｐｍ、上定盤６を７ｒｐｍで回転させ
両面研磨を行った。このとき研磨液を７５０ｍｌ／ｍｉｎの流量で流し、研磨時間を６０
分とした。
【００４７】
続いて、ブラシドレッシングを１０分施した後に、φ１５３mmのホール３が４個設けられ
た図３（ｂ）に示すものと同様のφ１５０mmウェハ用キャリアを５枚セットし、２０枚の
φ１５０mm径ＧａＡｓウェハ４をウェハ表面を上にして各ホール３に挿入して、上記同様
に両面研磨を行った。
【００４８】
この研磨した２種類のサイズのＧａＡｓウェハを平坦度測定装置（トロペル社製スーパソ
ート）でＴＴＶ（Ｔｏｔａｌ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　Ｖａｌｕｅ）およびＴａｐｅｒを評
価した。比較例として従来キャリアで両面研磨した２種類のサイズのＧａＡｓウェハも同
様の評価を行った。結果を表１に示す。
【００４９】
その結果、図２に示す本発明による両面研磨用ウェハキャリアで両面研磨したφ１００mm
径のウェハの品質は従来条件のものと全く同等であり、問題ないことがわかった。
【００５０】
また、図２に示す本発明によるφ１００mm径ウェハ用両面研磨用ウェハキャリアで両面研
磨した後に、図３（ｂ）に示すものと同様のφ１５０mmウェハ用キャリアを用いて両面研
磨したφ１５０mm径ウェハの品質は、図３（ａ），（ｂ）に示すような従来キャリアだけ
で両面研磨したものに比べ飛躍的に平坦性が向上していた。
【００５１】
【表１】
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【００５２】
［変更実施例］
上下定盤にガラスもしくはセラミックを用いた両面ラップにおいても、同様のキャリアを
用いることでガラス定盤の局所的な磨耗を抑え、定盤の長寿命化、およびラップ後ウェハ
の平坦性の向上が可能であることが確認できた。
【００５３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、次のような優れた効果が得られる。
【００５４】
（１）請求項１に記載の発明によれば、いずれのウェハキャリアにおいても、同じ半径長
さの幅の領域に複数のウェハ保持用ホールを規則的に分散して配置してあるため、使用時
にこのキャリアが自公転移動したとき、研磨布が不均一に磨耗することがなく、そのため
、同じ研磨機で、径の異なるウェハ用の複数種類のウェハキャリアを順序に関係なく交換
使用しても、研磨されたウェハ面に凹凸が生じることがなく、平坦度の高い研磨加工が可
能になると共に、研磨布の長寿命化を図ることができる。
【００５５】
（２）請求項２に記載の発明によれば、ウェハキャリアの自転状態において、隣接するホ
ールが描く円環状の軌道と軌道の間に隙間が形成されることがなく、即ち、研磨布に対す
るウェハの非接触領域が生じることがなく、従ってこれが更に公転した際にも、研磨布が
不均一に磨耗することがなく、平坦度の高い研磨加工が可能になると共に、研磨布の長寿
命化を図ることができる。
【００５７】
以上のように、本発明の半導体ウェハ研磨機に特有の両面研磨用ウェハキャリアを用いて
両面研磨を行うことで、ウェハサイズ変更時におけるウェハ平坦性の悪化を抑え、且つ研
磨布の長寿命化が図られ、それにより両面研磨したウェハの品質、歩留および生産性を向
上することが出来るものであり、工業上極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る半導体ウェハ研磨機の一実施例を示したもので、（ａ）はその側
面概要図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は側面断面図である。
【図２】　従来のφ１５０mm径ウェハ用キャリアと研磨布上で同軌道を通る、本発明の研
磨機で用いるφ１００mm径ウェハ用の両面研磨用ウェハキャリアの平面図である。
【図３】　従来のφ１００mm径ウェハ用及びφ１５０mm径ウェハ用の両面研磨用ウェハキ
ャリアの平面図である。
【図４】　従来の半導体ウェハ研磨機の問題点を説明するための模式図である。
【符号の説明】
１　研磨布
２　下定盤
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３　ホール
４　半導体ウェハ
５　両面研磨用ウェハキャリア
６　上定盤
７　サンギア
８　インターナルギア
９　研磨液供給ホース

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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